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はじめに：溶液プロセスで作製可能な太陽電池材料として急激に進展しているペロブスカイ

ト系有機半導体に着目し、その光励起でのレーザー発振について報告してきた[1,2]。試料

作 製 に は CH3NH3Br(MA) ま た は CH(NH 2)2Br(FA) と PbBr2 を 1:1 の モ ル 比 で

N,N-dimethylformamide (DMF)に溶かして使用した。その溶液を ITO 基板上にキャストし

た後に別の基板でキャップして乾燥させる手法 (cast -capping 法 )で良好な結晶成長ができ、

whispering-gallery 型 Fabry-Pérot 型、面出射型での発振が得られている。いずれも高品

質の単結晶共振器が容易に形成できるため、光励起に対する安定性も高い。今回はこの

手法で作製した単結晶性膜の EL 特性について報告する。 

 

結果と議論： ITO 基板上に上記溶液を cast し

た後、3m のマイラをスペーサーとして挟み、さら

に別の ITO 基板で cap して数日間放置すると、

数百ミクロン程度の比較的大きな薄板状結晶

が成長する。膜厚は、スペーサーと同等の 3m

程度と思われる。上下の ITO 基板にそのまま電

圧印加すると、簡単な単層膜の EL 素子が得ら

れる。その発光の様子を示した写真を図１に示

す。ここでは FA 系材料の素子を示すが、

MA 系でもほぼ同様の傾向を示した。こ

の図で発光している横幅は 2mm 程度で

ある。比較的明るい発光が得られたが、

かなり素子ごとのばらつきが大きく析出

面積の制御があまり出来ていない点、こ

の手法の今後の課題として挙げられる。

臭素系での発光が比較的他より安定し

ていることは報告されているが [3]、ここで

は I-V 特性においてもヒステリシスが大き

く、電圧増大時に電流が大きく流れる

事などから、かなりのトラップが伝導特性

に影響を与えているようである。しかも、

この素子の場合、図 2 に示すように、1

回の I-V 測定ごとに最大電流は減少し、

EL 強度も著しく減少した。発光面積が

小さい素子では数分程度光り、ヒステリ

シスも小さな素子もあるが、やはり長時間の安定

性は乏しい。詳細は講演で報告する。  
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FFFig. 1  Image of the FAPbBr3 EL device.  
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FFFig. 2 I-V curves of the FAPbBr3 EL device. 
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